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はじめに 
近年シリコンフォトニクスに関する研究が盛

んにおこなわれている。その背景には従来のデー

タセンタなどの大規模な集積回路における通信

容量の増加に伴い、電気配線における発熱、消費

電力の増大が問題としてある。シリコン基板上に

Ⅲ－Ⅴ族半導体レーザを集積する手段として、

我々は直接貼り付け法によって貼り合わせた

InP/Si 基板上に InP 系結晶の成長を行うことで光

デバイスの集積および作製を行うことを提案し

てきた[1]。現在室温パルス発振まで成果を得ら

れており、更なるレーザの特性向上には基板の平

坦性が求められる。前回の実験から、InP/Si 基板

作製時における長時間のアニールが基板の平坦

性向上に繋がるという結果が得られた[2]。そこ

で、今回は昇温時間が異なる 2 種類の InP/Si 基板

にそれぞれ同じレーザを成長させ、レーザ特性を

評価した。 
実験方法 
はじめに MOVPE 法とウエットエッチングを

用いて InP 基板から薄膜 InP 層を用意した。そし

て、この薄膜層と Si 基板に H2SO4:H2O2:H2O 溶液

で洗浄を施すことで表面を親水化させ、両基板を

貼り合わせた。その後基板に加熱処理を行い、そ

の際の昇温を変化させた 2 種類の InP/Si 基板を

作製した。表 1 の A と B は昇温時間を 8h と 16h
にした温度プロファイルを表している。400℃に

おけるアニール時間と降温時間はどちらの基板

も 1 時間である。加熱処理後に MOCVD を用い

て InP/Si 基板上に図 2 のレーザ構造を成長させ

た。その後幅 5μm のストライプレーザに加工を

施し、劈開しチップにして I-L,I-V 測定を行った。 
実験結果 
  図 3 は加熱時間 8h と 16h の I-L と I-V 測定

の結果を示したグラフである。それぞれの閾値

電流値は8hで426mA,16hで324mAであった。

また立ち上がり電圧を含めた I-V グラフ全体

を比較すると 16h の電圧値が低い値を得た。こ

れは長時間加熱により基板の平坦性が向上し、

ボイドによる影響が少なくなったためだと考

えられる。 
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表 1 加熱処理における温度プロファイル 
 

 

 
 

図 2  InP/Si 基板に成長した層構造 
 

 

 
 

図 3 加熱時間 8ｈと 16ｈのＩ－Ｌ、Ｉ－Ｖグラフ 
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